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    藉由 Kronig-Penney 模型來思考及描述電子在週期性量子井的非磊晶或者非結晶材料移動情形。利用 Kronig-Penney 模型我們計算出量子井的 mini-band 

和 mini-gap，發現能帶及能隙的改變會產生藍位移現象。同時，我們藉由反應式溅鍍製作出來氮氧化鋁(AlON)/銦錫氧化物(ITO)的週期性量子井結構的薄膜，

藉由不同儀器來量測樣品光學性質，與計算結果相互比較。AlON/ITO 藉由 XRD 繞射圖譜得知週期性薄膜厚度，繞射角度由 2 度到 10 度。藉由紫外線光譜

儀(UV-Vis)穿透圖譜結果顯示，不同的量子井寬度會影響藍位移；當 Kronig-Penney 模型藉由遠紅外線光譜儀(FTIR)的反射和穿透圖譜顯示，能隙會隨著量子

井寬度的增加而降低，。 
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圖 1.        (a)                      (b)                    (c)                      (d)                             (e) 

(a)薄膜濺鍍系統，(b)AlON/ITO 週期性結構薄膜的 TEM 圖譜，(c) AlON/ITO 週期性量子井薄膜能帶結構圖，(d) AlON/ITO 週期性量子井薄膜能帶結構

圖，(e) Kronig-Penny 結構與計算方程式 
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我們計算出 AlON/ITO 週期性量子井結構在不同井寬度情況下的能帶數值，藉由 FTIR 和 UV-Vis 量測結果，再遠紅外線吸收和藍位移現象與計算結果相

符合。 
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表 1 (AlON/ITO)n樣品編號 

 

表 2 (AlON/ITO)n 不同量子井寬度複層薄膜

對應其能隙模擬結果 

 

圖 3. (a) XRD 繞射圖譜藉由 θ to θ and θ to 2θ 

不同的量測方式，(b) AlON/ITO 週期厚度與單

層濺鍍時間 

圖 2.藉由 Kronig-Penny 模型計算出不同量

子井 

寬度所對應的 mini-band and mini-gap 

 

表 3 經 XRD 繞射計算週期性量子井厚度 
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圖 4. (a)~(d) 不同井寬的 AlON/ITO 週期

性量子井結構薄膜繞射圖譜 

圖 5. AlON/ITO 週期性量子井結構樣品的遠紅外線

穿透圖譜 

圖 6. AlON/ITO AlON/ITO 週期性量子井結構樣品的

遠紅外線反射圖譜 

圖 7. AlON/ITO 週期性結構樣品隨著量子井寬度的改

變，可以觀察到藍位移(blue-shift)，例如樣品

A11I11L100 。 


